








































TEM 観察例

α-Al2O3 に導入された転位ループ

と粒界クラック

AlN に導入された転位ループ

（観察面は{100}面）と粒界クラックボイド

10nm



β-Si3N4 に導入された転位ループ

（観察面は(001)面）

β-SiC に導入された転位ループ

（観察面は(001)面）

TEM 観察例
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 T61 2.8 502 1.110 2.000 0.193 0.417

 T63 3.9 591 1.770 1.920 0.355 0.399

 T64 7.3 562 2.590 2.240 0.397 0.304

 T65 4.2 731 2.260 2.000 0.229 0.445

 T67 3.7 738 1.960 1.780 0.161 0.351

 T68 6.9 766 2.300 2.300 0.303 0.535
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4種類の材料間でのスエリングの比較

CMIR-4 及びCMIR-5 T6x 棒状試料の

照射後スエリング測定結果

α-Al2O3, AlN と 

β-Si3N4, β-SiC 

との間で明らかな

差がある



α-Al2O3, AlN 中での転位ループ

のパイルアップモデル

β-Si3N4, β-SiC 中での

ナノパーティション構造

転位ループの導入形態モデル




